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１．概要（Summary） 

高耐圧の GaN パワーデバイスに適用される絶縁膜

材料の一つとして、バンドオフセット及び高い比誘電率の

観点等ら Al2O3 膜が注目されている。GaN パワーデバ

イス作製におけるプロセスの事前実験として Si 基板上

に ALD (Atomic Layer Deposition)- Al2O3 膜を堆積

し、成膜レートを確認した。また、自機関における GaN 

デバイスプロセス流動に向け、堆積膜のバッファードフッ

酸（BHF）によるエッチングレートを確認した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多機能型原子層堆積装置 

顕微式自動膜厚測定システム 

【実験方法】 

4 インチ Si(111)基板上に ALD-Al2O3 を堆積するた

め、TMA+H2O プラズマ方式で 300℃,250 cycle (14 

sec/cycle)で堆積した。1 cycle のシーケンスを Fig. 1 に

示す。 

      

Fig. 1 Diagram of ALD pulse sequence for depositing 

Al2O3. 

 

顕微式自動膜厚測定システムで膜厚を評価後、自機関

におけるプロセス加工に向け、ウェットエッチングの条件出

しを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

4 インチ Si 基板上に Al2O3 積層後のサンプルの厚

みを顕微式自動膜厚測定システムで評価したところ、およ

そ 23 nm であった (Fig. 2)。 

         

  Fig. 2 Thickness distribution of Al2O3 film on 

4inch Si Substrate. （unit: nm） 

 

弊社内にて BHF によるエッチングによりレートを評価

した。膜厚が薄く判定しにくいが、200 nm/min 以上のレ

ートであることがわかった。今後、GaN デバイスの製造

プロセスに向けた適用を進める。 
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